This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 
ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 
COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



>5sp@cenet document view 



Reactor for c ating flat substrates 



Patent number: DE1 9522574 
Publication date: 1996-01-18 

Inventor: 
Applicant: 
Classification: 
- international: 

App^aoon number: DE19951022574 19950626 „ jlooono < qqaor94 

pLtynumbeKs,: DE19951022574 19950626; DE1 9944422202 19940624 



AIXTRON GMBH (DE) 
C23C16/54; C23C16/44; H01L21/68 



Abstract of DE1 9522574 suDDlied with reaction gases, and a substrate hok 

The reactor for coating flat substrates cons.sts of a vessel C }> 8 ^ e e °^ bn p roceS s is directed downwards ar 
™U !) orienting a substrate (2) so that ,ts ™ n . s J^ at least two places for substra 

Sated. Process for coating flat substrates is also cla.med. 



http 7,v3.espa^^ 

r J - "I- I 



BUNDESREPUBL1K <g) Off nlegungsschrift 

© DE 19522 574 A1 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



© Aktenzeichen: 
(§) Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 



19522574.0 
26. 6.95 
18. 1.96 



lnta«: ^ 

C 23 C 16/54 

C23C 16/44 *-> 
H01 L 21/68 ^ 



G5 



CM 
CM 

m 



iu 
O 



® Innere PrioritSt: ® <§) ® 


<§) Erfinden 


24.06.94 DE 4422 202.5 


Erfinder wird spater genannt werden 


©Anmefder: 




Aixtron GmbH, 52072 Aachen, DE 




@Vertreter: 




Anwaitskanziei Munich, Rosier, StBinmann, 80689 




Munchen 





< 

to 
m 



) Reaktor zur Beschlchtung von flSchigen Substraten und Verfahren zur Herstellung derartiger Substrate 



) Beechrleben wlrd ein Reaktor zur Beschlchtung van 
flSchigen Substraten und insbesondere von Wafern, mit 
* einem Reaktfonsgef98, Jn das Aeaktionsgase einJeitbar 
sind f und 

- einer Substrathaltereinheit, in dor Substrate in einem 
Halter derert gehelten sind, daft die zu beach ichtende 
Hauptoberflache der Substrate wfihrend des Depositions- 
vorganges nach unten orientiert und Im wesentlichen paral- 
lel zur Stromungsrichtung der Reaktlonsgase ausgerichtet 
1st. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dafc ouf der 
Substrathalterainhelt wenigstens zwei Platze fur Substrate 
vorgeaehen sind, und daB der oder die Halter in Art einer 
Schablone ausgabildet sind, die Offnungen fQr die zu 
beschichtenden Oberflachen der Substrata aufwetet 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Reaktor zur Be- 
schichtung von flachigen Substraten gemaB dem Ober- 
begriff des Patentanspruchs 1 sowie auf Verfahren zur 
Herstellung von flfichigen Substraten unter Verwen- 
dung gattungsgemaBer Reaktoren, 

Stand derTechnik 

Reaktoren zur Beschichtung von Substraten unter 
Y?™t^™ g von CVD-Prozessen und insbesondere 
MOCVD-Prozessen sowie Plasmabeschichtungsprozes- 
sen erfordem eine Reaktionsgas-Stromung durch das 
sogenannte Reaktor- bzw. ReaktionsgefaB, in dem das 
taw. die zu beschichtenden Substrate angeordnet sind. 
Urn eine hervorragende Beschichtung der Oberflache 
der Substrate zu erreichen, ist es erforderlich, den Reak- 
tionsgasstrom moglichst gleichmaBig, d h. in laminarer 
Stromung, derart nahe an der Substratoberflache vor- 
beizuleiten, daB eine mSglichst homogene Schichtenbii- 
dung auf dem Substrat erfolgt 

Bei der Herstellung "ublicher 0 Schichten sind jedoch 
wahrend des Beschichtungsverfahrens hohe Tempera- 
turen erforderlich, die u. a. zu Warmekonvektionseffek- 
ten innerhalb des Gasstromes und damit zu einer Ste- 
rling der laminaren Stromung fuhren. Zwar ist es mog- 
ich durch eine erhehte Reaktionsgasstn>mgeschwmdig- 
keit die Laminaritat und damit die ParalleHtat des Reak- 
tionsgasstromes relativ zur Beschichtungsoberflache zu 
steigern, doch konnen gleichwohl auch transversale 
Stroraungskomponenten innerhalb des Reaktionsgefa- 
Bes bedingt durch Konvektion, aber auch durch kon- 
struktive Hindernisse, die dem Reaktionsgasstrom im 
Wege stehen, auftreten. Derartige transversale Stra- 
in ungskomponenten fuhren innerhalb des Reaktorgefa- 
Bes zu lokalen Wirbelbildungen (Vortex), die den Be- 
schichtungsprozefl negativ beeinflussen. 

Durch die auftretenden turbulenten StrOmungsberei- 
che Iaflt sich auch erklaren, daB die Schichtenbildung auf 
dem vorzugsweise flachig aus gestalteten Substrat nicht 
gleichmaBig erfolgt, sondern daB SteUen mit haherer 
Schichtablagerung und SteUen mit niedrigerer Schicfata- 
blagerung auftreten. 

Ferner treten bei den bekannten Reaktorsystemen, 
bei denen die zu beschichtenden Substrate auf dem Bo- 
den des Reaktionsgefafles angeordnet sind, Oberfla- 
cheneffekte auf, die von Kondensatabscheidungen her- 
rtihrea die sich wahrend des Beschichtungsprozesses an 
den Reaktorwanden bilden und je nach Kondensatmen- 
ge von den oberen Reaktorwanden nach unten fallen 
und die Oberflache des Substrates bescfafidigen. 

DarsteDung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Re- 
aktor zur Beschichtung von flachigen Substrates und 
insbesondere von Wafern, bei dem ein hoher Durchsatz 
bei homogener Schichtbildung mogiich ist, sowie ein 
Verfahren zur Herstellung derar tiger Substrate anzuge- 
ben, das die Herstellung der verschiedensten Substrate 
eriaubt 

Eine erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe ist 
mit ihren Weiterbildungen in den PatentansprQchen an- 
gegeben. 



ErfindungsgemaJB wird von ein em Reaktor a usgegan- 
gen, wie er im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 vor- 
ausgesetzt ist, und wie er von der Fraunhofer-Gesell- 
schaft zur Fdrderung der angewandten Forschung e.V. 
s vorgeschlagen worden ist 

Dieser von der Fraunhofer-GeseHschaft vorgeschla- 
gene Reaktor, fur dessen prinzipieile Ausbildung im 
Rahmen der vorliegenden Anmeldung kein Schutz be- 
gehrt wird, weist ein Reaktor- bzw. ReaktionsgefaB auf, 
to in das Reaktionsgase sowie gegebenenfalls ein Trager- 
gas einlehbar sind In dem Reakuonsgef&B ist wenig- 
stens ein Substrat derart angeordnet, daB eine Haupt- 
oberflache des Substrats im wesenthch parallel zur 
Stromungsrichtung der Reaktionsgase ausgerichtet ist, 
is Zur Erhdhung des Durchsatzes sind auf der Substrat- 
haltereinheit wenigstens zwei Plfitze fur Substrate vor- 
gesehen. Der oder die Halter sind in Art einer Schablo- 
ne ausgebildet, die Offnungen fur die zu beschichtenden 
Oberf Ifichen der Substrate aufweist 
20 ErfmdungsgemaB wird ausgenutzt, daB konvektive 
Transversalstromungen innerhalb eines Reaktorgefa- 
Bes wahrend des Beschichtungsvorganges dadurch ver- 
mieden werden kdnnen, daB das zu beschichtende Sub- 
strat im Bereich oder an der oberen Gefaflkammer der- 
25 art angebracht ist, so daB die zu beschichtende Haupt- 
oberflache nach unten orientiert ist. 

Vortex-Bildungen innerhalb des Stromungskanales 
konnen auf diese Weise ausgeschlossen worden. Ebenso 
ist durch die erfindungsgemaBe Substratorientierung 
30 die Beschfidigungsgef ahr durch auf die Substratoberfla- 
che auftreffende Kondensatteilchen praktisch ausge- 
schlossen. 

Erfmdungsgen^tragtdierotlerbargelagerteTrage- 
nnghalterung, die das Substrat faBt, dazu bei, daB die 
35 Rcaktionsgasstromung, die unter Umstftnden innerhalb 
des laminaren Stromflusses Inhomogenitaten aufweist, 
mfiglichst gleichmaBig an der Substratoberflache an- 
hegt Damit ist eine im Mittel homogene Schichtenbil- 
dung auf dem Substrat m6ghch. 
40 Grundsatzlich ist der Reaktor derart ausgebildet, daB 
em ein Reaktorgehause vorgesehen ist, innerhalb dem 
das Reaktor- bzw. ReaktionsgefaB enthalten ist. in dem 
der Beschichtungsvorgang stattfmdet Die Reaktionsga- 
se durchstrftmen das ReaktorgefaB innerhalb eines ge- 
45 schlossenen Kreislaufes und beschichten dabet die in- 
nerhalb des ReaktorgefaBes eingebrachten und ange- 
brachten Substratflachen. Das Reaktorgehause selbst 
ist wiederum mit einem Schleusengehause verbunden, 
das ein Kassettengehause aufweist, innerhalb dem die 
so zu beschichtenden Substrate angeordnet sind, die bei 
Bedarf und aus GrQnden eines vollautomatisierten Be- 
schichtungsablaufes die Substrate speichern. Zur Spei- 
cherung der Substrate dient ein Kassettenlader, in dem 
die Substratflachen samt Tragering abgelegt werden 
55 kdnnen. 

Desweiteren ist das Kassettengehause durch ein dar- 
an unmittelbar angebrachtes Schleusengehause bef Oil- 
bar. Der AnsehluB zwischen Schleusengehause und 
Kassettengehause sowie Kassettengehause und Reak- 
60 torgehause erfolgt ttber gasdicht verschlieBende Venti- 
le, so daB fur den Bediener der Anlage sichergestellt ist, 
daB dieser nicht in Kontakt mit den gasatmosph&rischen 
Bedingungen innerhalb des ReaktorgeftBes tritt 
Der vorstehend beschriebene Reaktor eignet sich zur 
65 Herstellung der verschiedensten Materialmen: nicht nur 
III— rV-Schicht n, sondern auch II— Vl-Halbleiter- 
schichten, SiQ SiGe, Oxide, supralehende Materialien 
eta k&nnen hergestellt werden. 
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Dabei konnen die ProzeBdrucke unterhaJb oder ober- 
halb von 1 00 mBar liegen. 

ICurze Beschreibung der Zcichnung 

5 

Die Erf indung wird nachstebend ohne Beschrankung 
des aligemeinen Erfindungsgedankens anhand von Aus- 
fiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nung exemplarisch beschrieben, auf die im Obrigen be- 
zOglich der Offenbarung aller im Text nicht nSher erlau- io 
terten erfindungsgemaflen Einzelheiten ausdruckiich 
verwiesen wird Es zeigen: 

Fig. 1 schematische Gegenflberstellung der Str6- 
mungsverhaltnisse innerhalb ernes ReaktorgefaBes and 

Fig, 2 schematische Gesamtdarstellung der Reakto- 15 
ranordnung saint Kassetten- und Schleusengehause. 

Darsteliung von A usfuhrungsbeispielen 

In Fig. 1 geht aus der oberen Darsteliung ein Quer- 20 
schnitt des ReaktorgefaBes 1 hervor, innerhalb dem sich 
ein Reaktionsgas strom (siehe Stromungspfeile) befin- 
det Das zu beschichtende Substrat 2 ist innerhalb eines 
Trageringes 3 befestigt und ist mit seiner zu beschich- 
tenden Hauptoberflache nach oben orientiert Durch 25 
Konvektionsprozesse bilden sich innerhalb des strom- 
fuhrenden KanaJs Turbuienzwirbel 4 aus, die eine 
gleichmaflige Beschichtungdes Substrates 2 verhindern. 

Irn Gegensatz zur oberen Darsteliung der Fig, 1 ist 
aus der unteren Darsteliung die Anordnung des zu be- 30 
schichtenden Substrates innerhalb des Trageringes 3 
derart angebracht, daB die zu beschichtende Schicht 
nach unten orientiert ist. Als Folge hiervon sind keine 
Wirbelbildungen zu beobachten; die laminare Stromung 
des Rcaktions gases wird in Folge von Konvektionspro- 35 
zessen nicht gestort, so daB eine gleichm&Bige Schichta- 
blagerung erfolgen kann. 

Erfindungsgemafl sind auf der Substrathaiteretnheit 
wenigstens zwei Platze fur Substrate vorgesehen, Dabei 
ist der oder die Halter in Art einer Schablone ausgebil- 40 
det sind, die Offnungen fur die zu beschichtenden Ober- 
flacben der Substrate aufweist 

In Fig. 2 ist eine schematisierte Darsteliung der voll- 
standigen Reaktorkomponenten dargestellt, die grund- 
satzJich ein Reaktorgehause 5, ein Kassettengehause 6 45 
und ein Schleusengehause 7 aufweisen. Das flfichige 
Substrat 2, das selbst in einem Tragering 13 gefafit ist, 
befindet sich, nachdem es fur den Beginn eines Be- 
schichtungsvorganges durch ein Schleusengehause 7 in 
das Kassettengehause 6 eingebracht ist, innerhalb eines so 
Kassettenladers 8. Das Substrat 2 samt Tragering 13 
wird durch ein Ventil 10, das das Reaktorgehause 5 mit 
dem Kassettengehause 6 verbindet, in das Reaktorge- 
hause 5 verbracht, von wo es in das ReaktorgefaB 9 
eingeschleust wird Das Einschleusen des Substrates 2 55 
samt Tragering 13 in das ReaktorgefaB 9 wird durch 
elnen Gabelarm 12 realisiert, der in Eingriff mit dem 
Tragering 13 steht und den Tragering samt Substrat aus 
dem Kassettenlader 8 entnimmt und in einer Linearf tih- 
rung durch eine Ladeschleuse (10) innerhalb des Reak- so 
torgehauses 9 verbringt Die Poshionierung des Sub- 
strates 2 erfolgt derart unter eine Offnung des Reaktor- 
gefaB 2, so daB ein Aufnahmearm 16 vertikal von unten 
an den Tragering 13 mittels drei Finger angreift und 
diesen samt Substrat 2 vertikal nach oben durch die 65 
Offnung des ReaktorgefaBes verbringt (siehe vertikalen 
Translationspfeil). Der Aufnahmearm 15, der zugieich 
auch die Drehachse des Substrates definiert, drflckt das 



Substrat Obex den Tragering mit seiner oberen Flfiche 
gegen eine im beren Wandabschnitt vorgesehene, be- 
heizbare Graphitplatte 14. 

Die, vorzugsweise aus Quarz gefertigten drei Finger 
des vertikalen Aufnahmearms mflnden nach unten in 
einer gemeinsamen zentraien Achse 16* die zugieich 
Drehachse fur das Substrat ist Diese Achse ist gasdicht 
aber drehbar durch eine untere Quarzplatte 15 gefuhrt, 
die in ihren Abmessungen etwas grdBer ausgestaltet ist 
als die untere Offnung des ReaktorgefaBes 9, durch die 
das Substrat 2 in das ReaktorgefaB 9 eingef Ohrt worden 
ist, und verschlieBt diese Offnung gasdicht nach unten 
bin. 

In der faevorzugten Ausf Ohrungsform gernfiB Fig. 2 
handelt es sich um einen horizontaien Rechteckrohrre- 
aktor far- 2"-, 3"- und 4"-Substrate, welcher aus einem 
druck-und vakkumdichten Gehause aus geschmiedetem 
Aluminium mit angeflanschter Lademaschine aus giei- 
chem Material besteht Die angeflanschte Lademaschi- 
ne entspricht dem bereits vorgestellten Kassettenge- 
hause, in dem die zu beschichtenden Substrate im Rah* 
men eines Kassettenladers gestapelt sind Nach Beendi- 
gung der Beladung der Substrate innerhalb des Reak- 
torgefaBes beginnen die Substrate, die auf einem Trage- 
ring fbdert sind, zu rotiereru so daB in der beschriebenen 
Art und Weise eine gietchmaBige Schichtablagerung er- 
folgt Nach Beendigung der Beschichtung wird in das 
ReaktorgefaB Wass erst off mit freiwahlbarem Druck 
eingeleitet, so daB der Reaktor, der immer noch auf ca. 
400° temperiert ist, geoffnet werden kann und der Sub- 
stratwechsel vorgenommen werden kann. Der Substrat- 
wechsel erfolgt bei Verwendung eines Kassettenladers 
in ca. 8 Minuten, wohingegen 15 Minuten benotigt wer- 
den, sofern die Substrate ohne Kassettenlader in das 
ReaktorgefaB verbracht werden. Durch Benutzung des 
Kassettenladers ist der Beschichtungsbetrieb voll auto- 
matisch moglich. 

DarOberhinaus weist die Reaktoranordnung gemafi 
Fig. 2 Ventile 10 auf, die fur einen gasdichten AnschluB 
der dargestellten Gehauseteile sorgen. Das Kassetten- 
gehfiuse 6 ist f enter aber eine LadetOr 11 mit den Sub- 
straten schnell zu bestucken. 

Mit dem erfindungsgemaJ3en Reaktor ist ein Reaktor 
angegeben, der fur Forschung, Entwicklung und Pro- 
duktion gleichermaBen geeignet ist Als besonders vor- 
teilhaft hat es sich erwiesen, daB eine Beladevorrich- 
tung, die den Tragering far das Substrat aufweist zu- 
gieich Teil des Abdichtungssvstems des ReaktorgefaBes 
ist 50 daB das Austreten von Reaktionsgasen aus dem 
Inneren des Reaktors nach auBen verhindert werden 
kann. 

Mit der besonders vorteilhaf t aus gestalteten Transla- 
tionskinematik der Substratverfrachtung zwischen den 
einzelnen ProzeBstationen ist es erstmals gelungen den 
Beschichtungsablauf vollautomatisch durchfahren zu 
kdnnen. 

Paten tanspruch e 

1. Reaktor zur Beschichtung von flachigen Substra- 
ten und insbesondere von Wafern, mit 

— einem ReaktionsgefEB, in das Reaktionsga- 
se einleitbar sind, und 

— einer Substrathaltereinheit in der Substrate 
in einem Halter derart gebalten sind, daB die 
zu beschichtende Hauptoberflache der Sub- 
strate wahrend des Depositi nsvorganges 
nach unten orientiert und im wesentlichen par- 
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aUel zur Stromungsrichtung der Reaktionsga- 
se ausgerichtet ist, dadurch gekennzeichnet 
dafl Euf der Substrathaltereinheit wenigstens 
zwei Platze for Substrate vorgesehen sind, und 
dafl der Oder die Halter in Art einer Schablone 5 
ausgebildet sind, die Offnungen fQr die zu be- 
schichtenden Oberfllchen der Substrate auf- 
weist 

2. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB fQr wenigstens zwei Substrate ein gemein- 10 
saraer Halter vorgesehen ist 

3. Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB fur jedes Substrat ein eigener Halter vor- 
gesehen ist 

4. Reaktor nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 15 
oder nach etnem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Substrathaltereinheit(en) 
urn eine Achse rotieren. 

5. Reaktor nach etnem der AnsprQche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet daB die Oberflache des oder 20 
der Halter wenigstens annahemd bundig mit der 
Oberflache der Substrate verlauf t. 

6. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der oder die Halter ge- 
meinsam mit den Substraten in den Reaktor ein- 25 
fQhrbar und a us diesem wieder entnehmbar sind. 

7. Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB eine Beladevorrichtung vorgesehen ist, die 
den oder die Halter und die jeweils von ihnen ge- 
tragenen Substrate in den Reaktor einfQhrt und 30 
wieder entnimmt 

8. Reaktor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Kassettenspeicher vorgesehen ist, aus 
dem die Beladevorrichtung die Halter zusamroen 
mit den Substraten entnimmt, so daB ein vollauto- 35 
matxscher Schichtbetrieb moglich ist 

9. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Reaktor ein hori- 
zontaler Rechteckrohrreaktor ist 

10. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 9 t da- 40 
durch gekennzeichnet, daB der Reaktor ein druck- 
und vakuumdichtes Gehause aus geschmiedetero 
Aluminium aufweist 

1 1. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Reaktorbaumateria- 45 
lien Quarz und Molybdan und kein Graphh aufwei- 
serL 

1Z Reaktor nach einem der AnsprQche I bis tl, 
dadurch gekennzeichnet, daB der oder die Halter 
Sensoren fur eine in-situ-Oberwachung des Be- 50 
schlchtungsprozesses aufweisen. 

13. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Lamp en- und/ 
oder ein RF-Heizsystem vorgesehen ist, das mehre- 

re Heizelemente aufweist, die einzeln oder in Un- 55 
tergruppen zur Verbesserung der Temperaturho- 
mogenit&t ansteuerbar sind. 

14. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der oder die Halter 
die Substrate an eine beheizbaren Graphh- oder 60 
Molybdanplatte andrQcken. 

15. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Aufnahmegabel 
vorgesehen ist, die, am Tragering angreifend, das 
Substrat aus dem Kassettenspeicher entnimmt und 65 
in eine Position unterhalb einer Ofhiung in dem 
Reaktorgefafl ttberf Qhrt 

ia Reaktor nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB ein Aufhahmearm, der mehrere aus 
Quarz gefertigte Finger aufweist, am Tragering 
von unten angreift und diesen verdkal nach oben in 
das ReaktorgefaB an eine Stelle hebt 

17. Reaktor nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Aufnahmearm zugleich die Dreh- 
achse des Substrates w ah rend des Beschichtungs- 
prozeBes darstellt 

18. Reaktor nach einem der AnsprQche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Reaktor ein Mul- 
ti-Purpose-Reaktor ist, der insbesondere auch zur 
Herstellung von II— Vl-Schkhten nach dem 
MOCVD- Verfahren dient 

19. Verfahren zur Herstellung von zu beschich ten- 
den Substraten unter Verwendung eines Reaktors, 
der 

— ein ReaktionsgefaB, in das Reaktionsgase 
einleitbar sind, und 

— eine Substrathaltereinheit aufweist in der 
Substrate in einem Halter derart gehalten sind, 
daB die zu beschichtende Hauptoberflache der 
Substrate wahrend des Depositionsvorganges 
nach unten orientiert und im wesentlichen par- 
allel zur StrOmungsrichtung der Reaktionsga- 
se ausgerichtet ist, dadurch gekennzeichnet 
daB ein Tr&gergas eingeleitet wird. und daB 
II — Vl-Halbleiterschichten herges tellt werden. 

20. Verfahren zur Herstellung von zu beschichten- 
den Substraten unter Verwendung eines Reaktors, 
der 

— ein ReaktionsgefaB. in das Reaktionsgase 
einleitbar sind, 

— eine Substrathaltereinheit aufweist in der 
Substrate in einem Halter derart gehalten sind, 
daB die zu beschichtende Hauptoberfl&che der 
Substrate wahrend des Depositionsvorganges 
nach unten orientiert und im wesentlichen par- 
allel zur Stromungsrichtung der Reaktionsga- 
se ausgerichtet ist, und 

— ; wenigstens einen Aufnahmearm aufweist 
der das oder die Substrate an die obere Wand* 
flache des ReaktionsgefaBes andrflckt oder 
nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet 
daB das oder die Substrate durch den oder die 
Aufnahmearme wahrend des Beschichtungs- 
vorganges gedreht werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet daB mit ProzeBdrQcken £ 
1 00 mbar gearbeitet wird 

22. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet daB mit ProzeBdrQcken ^ 
1 00 mbar gearbeitet wird. 
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